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1 Introduction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
2 Principles of ALD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
3 Binary RE-Oxide Thin Films by ALD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
4 Oxygen-Coordinated Precursors . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
5 Carbon-Coordinated Precursors . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
6 Nitrogen-Coordinated Precursors . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
7 Multi-Component RE-Containing Oxide Thin Films . . . . . . . . . . . . . 24
8 Multi-Component Oxides Containing One RE Metal . . . . . . . . . . . . . 25
9 Multi-Component Oxides Containing Two REs . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
10 Concluding Remarks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
References . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Index . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32

MOCVD Growth of Rare Earth Oxides:
The Case of the Praseodymium/Oxygen System
Raffaella Lo Nigro, Graziella Malandrino, Roberta G. Toro, Ignazio L.
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